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１．概要（Summary） 

平成 29年 7月 31日から 8月 5日まで「CMOSト

ランジスタ・IC 作製実習」を受講し、プロセス基礎

技術とトランジスタ・回路の基本技術全体を学んだ。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

①設計・T-CAD用ワークステーション、②酸化炉、 

③マスクレス露光装置、④イオン注入装置、 

⑤アッシャー、⑥Al スパッタ装置、⑦PMA炉、 

⑧干渉膜厚計、⑨デバイス測定装置 

 

【実験方法】 

研修1日目：CADを使用してnMOS-FET、pMOS-FET、

CMOS インバータ、2 入力 NAND 回路のレイアウト

を設計。 

研修 2日目：予め P イオンを注入して n-well を作成して

あるウェハにアクティブ領域を形成し、nMOS チャネ

ルインプラとチャネルストップインプラを行った。 

研修 3 日目：ソース／ドレインインプラとゲート酸化膜を形

成した。 

研修 4日目：コンタクト形成 Al電極形成を行った。 

研修 5、6 日目：デバイス測定装置（半導体パラメータ装

置）にて、MOS-FETの特性を測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に作製した CMOSデバイスの光学顕微鏡写真を

示す。Fig. 2に pMOS-FET及び nMOS-FETのドレイ

ン電流－ドレイン電圧特性、Fig. 3に CMOSインバータ

の入出力特性、Fig. 4 にリングオシレータの発振波形を

示す。良好なデバイス特性を確認した。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

 

Fig. 2 Id-Vd characteristics of fabricated p- 
and n-MOSFET. 
 

Fig. 1  Photoimage of fabricated chip. 

Fig. 3 Input and 
output characteristics 
of CMOS inverter. 
 

Fig. 4 Oscillation 
waveform of fabricated 
ring oscillator. 
 


